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摘要(译)

微发光二极管结构包括发光堆叠层，绝缘层，第一电极和第二电极。发
光堆叠层包括截头四角锥，其中截头四角锥包括第一侧壁，第二侧壁，
第三侧壁和第四侧壁，并且截头四角锥的顶部具有凹部。绝缘层覆盖发
光堆叠层的第一侧壁，第三侧壁和顶部的一部分。第一电极覆盖发光堆
叠层的第一侧壁，顶部上的绝缘层的一部分和凹槽的底表面。第二电极
覆盖发光堆叠层的第三侧壁，并且顶部上的绝缘层的另一部分通过绝缘
层的开口接触发光堆叠层。
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